1.2 - Materiais Semicondutores

Classificacao elétrica dos materiais

Material Resistividade (©-cm) Exemplo
Isolante p>10° £(Si0,) ~ 10'6 Q-cm
Semicondutor 103 < p<10° P(Si @ 300K) ~ 2.10° Q-cm
Condutor <103 P(A) ~ 100 Q-cm

p e fortemente dependente da temperatura:
semicondutores: TT = p

condutores: TT=p"1

= Semicondutores Elementares:
Silicio, Germanio

= Semicondutores Compostos:
Arsenieto de Galio (GaAs), Fosfato de Indio (InP) ...

1A IVA VA VIA
10.811 12.01115 14.0067 15.9994
8
Boron Carbon Nitrogen Oxygen
26.9815 30.9738 32.064
13 15 16
1B Aluminum Pho sp ho rus sulfur

112.40 114.82 118.69 121.75
48 49 50 51 52
Cd In Sn Sb Te
Cadmium Indium Tin Antimony Te llurium
200.59 204.37 207.19 208.980 (210)
80 81 82 83 84
Hg Ti Pb Bi Po
Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium

Extrato da Tabela Periédica contendo os elementos
semicondutores mais importantes




Estrutura Atbmica - Niveis de Energia
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Bandas de Energia
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DOPAGEM: Adicdo de impurezas para alterar
as propriedades elétricas do semicondutor.

Semicondutor puro: INTRINSECO
Si: 1 é-livre p/ cada 102 atomos

Ge : 1 é-livre p/ cada 10° atomos

Semicondutor dopado: EXTRINSECO

Ex.:

Si: 1 atomo de impureza/10'° atomos de Si = é-livres aumentam 100x

DOPAGEM: Semicondutor Tipo n
Adicao de impurezas pentavalentes (P, As, Sb)
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DOPAGEM: Semicondutor Tipo p
Adicao de impurezas trivalentes (B, Ga, In)
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